Pytania egzaminacyjne z przedmiotu ,,Elektronika i energoelektronika”

Poziom operacyjny

Elektronika i energoelektronika

Pytania
O/T — oznacza charakter pytania (obowigzkowe, wymagajgce wiecej czasu)
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Pytanie

Poprawna
odpowiedz

Do elementéw potprzewodnikowych objetosciowych zaliczamy:
A. diody prostownicze i sygnatowe,
B. tranzystory MOSFET i JFET,
C. tranzystory BJT i IGBT,
D. rezystory pétprzewodnikowe, warystory, hallotrony, gaussotrony.

Ztgczowa dioda prostownicza zbudowana jest na bazie:
A. zigcza typu p-n,
B. ztgcza typu m-s,
C. rteci,
D. selenu.

Ztgcza diody to:
A. bazai katoda,
B. bramka i katoda,
C. dren, zrédto i bramka,
D. katodaianoda.

Spadek napiecia (napiecie progowe) na diodzie krzemowej w kierunku przewodzenia wynosi w przyblizeniu:
A. 3,3V,
B. 0,1V,
C. 0,6V,
D. OV.




Element pétprzewodnikowy p-n pokazany na rysunku wejdzie w stan przewodzenia, gdy zostanie:
A. zmieniona polaryzacja odbiornika,
B. zmieniona polaryzacja zrédfa napiecia,
C. zwiekszone napiecie zrodta do 10 V,
D. doprowadzony sygnat do bramki.

W ukfadzie pokazanym na rysunku przebieg pradu odbiornika jest:
A. wyprostowany dwupotéwkowo,
B. wyprostowany jednopotéwkowo,
C. wyprostowany i odfiltrowany,
D. sinusoidalnie zmienny.
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W prostownikach matej i Sredniej mocy jako filtra wygtadzajgcego uzywa sie najczesciej:
A. dlawika z rdzeniem,
B. cewki powietrznej,
C. stabilizatora scalonego,
D. kondensatora elektrolitycznego.

Zasadniczg czescig z jakich zbudowane sg prostowniki niesterowane sa:
A. Tranzystory IGBT,
B. Tyrystory SCR,
C. Diody,
D. Diody Zenera.




9 W prostowniku diodowym filtr wygtadzajacy witgczamy:
A. roéwnolegle z odbiornikiem,
B. szeregowo z odbiornikiem,
C. szeregowo z diodg w kierunku zaporowym,
D. szeregowo z diodg w kierunku przewodzenia.
10 Gtéwnym parametrem diody Zenera jest:
A. spadek napiecia w kierunku przewodzenia,
B. napiecie przebicia (stabilizacji) ztgcza p-n,
C. prad bazy,
D. rezystancja dynamiczna ztgcza.
11 Aby wykorzystac¢ wtasnosci stabilizujgce diody Zenera wigczamy ja:
A. réwnolegle z odbiornikiem w kierunku przewodzenia,
B. szeregowo z odbiornikiem w kierunku przewodzenia,
C. rownolegle z odbiornikiem w kierunku zaporowym,
D. szeregowo z odbiornikiem w kierunku zaporowym.
12 Diode Zenera o napieciu przebicia 5,6 V podigczono w uktadzie stabilizatora parametrycznego do napiecia statego o wartosci 9
V. Napiecie na odbiorniku nie przekroczy warto$ci
A 9V,
B. 0,6V,
C. 56V,
D. 3,3V.
13 Tranzystor bipolarny zbudowany jest z:

A. 1 warstwy potprzewodnika,
B. 2 warstw potprzewodnika,
C. 3 warstw potprzewodnika,
D. 4 warstw pétprzewodnika.




14 Tranzystor bipolarny charakteryzuje sie tym, ze:
A. maty prad ptynacy pomiedzy dwiema elektrodami steruje prgdem bramki,
B. maly prad ptyngcy pomiedzy dwiema elektrodami steruje wiekszym pragdem kolektora,
C. mate napiecie pomiedzy dwiema elektrodami steruje wiekszym napieciem kolektora,
D. mate napiecie pomiedzy dwiema elektrodami steruje wiekszym prgdem kolektora.
15 Tranzystor MOSFET charakteryzuje sie tym ze :
A. malty prad ptynacy pomiedzy dwiema elektrodami steruje prgdem w kanale,
B. maly prad ptynacy pomiedzy dwiema elektrodami steruje wiekszym prgdem w kanale,
C. male napiecie pomiedzy dwiema elektrodami steruje napieciem zrédta i drenu,
D. mate napiecie pomiedzy dwiema elektrodami steruje prgdem w kanale.
16 W tranzystorze JFET, gdy napiecie bramka-zrédto réwna sie zero:
A. miedzy drenem a zrédtem przeptywajg nosniki wiekszosciowe,
B. nos$niki wiekszoSciowe nie przemieszczajg sie,
C. kanat zostaje zubozony,
D. prad drenu nie ptynie.
17 W diodach elektroluminescencyjnych LED wykorzystane jest zjawisko:
A. fotoelektryczne wewnetrzne,
B. Zenera,
C. rekombinacji promienistej,
D. fotowoltaiczne.
18 Podtaczenie diody LED do zrédta napiecia statego o wartosci 12 V wymaga:

A. szeregowego podtgczenia dodatkowej rezystanciji,
B. réwnolegtego podtgczenia dodatkowej rezystancii,
C. szeregowego podfgczenia cewki o matej rezystanciji,
D. mozna poditgczy¢ bezposrednio.




19 Przy braku polaryzacji zewnetrznej i o$wietleniu ztgcza fotodioda pracuje jako:
A. Zrodto promieniowania gamma,
B. rezystor,
C. dioda LED,
D. zrédto prgdu oswietlonego ztgcza.
20 Rezystancja fotorezystora:
A. zmniejsza sie, gdy jest oswietlony,
B. zwieksza sie, gdy jest oswietlony,
C. nie zalezy od natezenia padajgcego oswietlenia,
D. zalezy od polaryzacji przytozonego napiecia.
21 Transoptor to element optoelektroniczny najczesciej wykorzystywany do:
A. formowania sygnatéw sprzezen zwrotnych w potencjometrach pojemnosciowych,
B. stabilizacji punktu pracy wzmacniaczy operacyjnych,
C. galwanicznej separacji obwodow sterujgcych od elementéow wykonawczych,
D. tlumienia przepie¢ w obwodach elektronicznych.
22 Montaz SMT polega na:
A.  mocowaniu elementdw elektronicznych polegajgcym na przewlekaniu drutéw i lutowaniu ich po drugiej stronie
ptytki,
B. lutowaniu elementéw elektronicznych do powierzchni ptytki,
C. przykrecaniu elementéw elektronicznych do powierzchni ptytki,
D. przyklejaniu elementéw elektronicznych do powierzchni ptytki klejem przewodzgcym.
23 Wzmacniacz elektroniczny to uktad, ktéry ma za zadanie:

A. wytworzenie na wyjsciu sygnatu o wartosci wiekszej, proporcjonalnej do sygnatu wejsciowego kosztem energii
pobieranej z zewnetrznego zrodta zasilania,

B. wytworzenie na wyjsciu sygnatu o wartosci wiekszej, nieproporcjonalnej do sygnatu wejsciowego,

C. wytworzenie na wyjsciu sygnatu o wartosci mniejszej, proporcjonalnej do sygnatu wejsciowego,

D. wytworzenie na wyjsciu sygnatu o wartosci rownej sygnatowi wejsciowemu ale przesunietego w fazie.
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Wzmacniacz operacyjny to:
A. uktad, w ktérym napiecie wejsciowe jest proporcjonalne do wyjsciowego napiecia réznicowego,
B. ukfad, w ktérym napiecie wyjsciowe jest proporcjonalne do wejsciowego napiecia réznicowego,
C. ukfad, w ktérym réznica napiecia wyjsciowego i wejsciowego jest proporcjonalna do wartosci napiecia
wejsciowego,
D. ukfad, w ktérym napiecie wyjsciowe jest proporcjonalne do sumy napie¢ wejsciowych.

25 Aby generator drgan zostat wzbudzony, muszg by¢ spetnione warunki:
A. czestotliwosci,
B. amplitudy i fazy,
C. fazy,
D. rezonansu szeregowego.
26 Przerzutnik to uktad elektroniczny, ktory:
A. wytwarza okresowe lub nieokresowe przebiegi elektryczne pitoksztattne w wyniku szybkich procesow
przetgczania,
B. wytwarza okresowe lub nieokresowe przebiegi elektryczne prostokgtne w wyniku szybkich proceséw
przetgczania,
C. wytwarza okresowe lub nieokresowe przebiegi elektryczne o przypadkowym ksztalcie,
D. wytwarza okresowe lub nieokresowe przebiegi elektryczne sinusoidalnie zmienne w wyniku szybkich
procesow przefgczania.
27 Przerzutniki bistabilne charakteryzuje:
A. brak istnienia stanu réwnowagi trwatej,
B. istnienie jednego trwatego stan rownowagi, w ktérym uktad moze utrzymac sie przez czas nieograniczony,
C. istnienie dwéch standéw réwnowagi trwatej,
D. brak petli histerezy.
28 W przerzutniku Schmitta poziomy progowe ustala sie przez zmiane stosunku:

A. dwdch rezystancji,
B. dwdch pojemnosci,
C. dwdéch indukcyjnosci rzeczywistych,
D. dwdch impedanciji.




29 Tyrystor SCR charakteryZUJe sie tym, ze:
mozna go zatgczy¢ do stanu przewodzenia tylko gdy wystepuje niezerowy impuls bramki oraz prad anody
réwny jest zero,
B. mozna go zatgczy¢ i wytgczy¢ w dowolnym stanie pracy,
C. mozna go wytgczy¢ ze stanu przewodzenia tylko przy przy zerowym pradzie przewodzenia,
D. mozna go wytgczy¢ ze stanu przewodzenia przy zerowym impulsie bramki.
30 Tyrystor GTO charakteryzuje sie tym, ze:
A. aby go wytgczyé nalezy podac krotki impuls bramkowy o amplitudzie réwnej ok. 1% wartosci pragdu
anodowego,
B. aby go wytgczy¢ nalezy podac dtugi impuls bramkowy o amplitudzie rownej ok. 1% wartosci pradu
anodowego,
C. aby go wylgczy¢ nalezy podac krotki impuls bramkowy o amplitudzie rownej ok. 15% wartosci pradu
anodowego,
D. aby go wylgczy¢ nalezy podac¢ dtugi impuls bramkowy o duzej amplitudzie rownej ok. 20-30% wartosci pradu
anodowego.
31 Tranzystor IGBT to uktad tgczacy w sobie cechy:
A. tyrystora IGCT itranzystora FET,
B. tyrystora GTO itranzystora BJT,
C. tranzystora FET itranzystora BJT,
D. tyrystora SCRitranzystora MOSFET.
32 Ktéry z wymienionych prostownikow niesterowanych generuje najwiekszy sredni prgd wyjsciowy:

A. diodowy, jednofazowy, jednopotéwkowy z filtrem pojemnos$ciowym,

B. diodowy, jednofazowy, z mostkiem Graetza,

C. diodowy, jednofazowy, jednopotéwkowy,

D. diodowy, jednofazowy, z mostkiem Graetza i filtrem pojemnosciowym.
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Prostownik wirujgcy w obwodzie wzbudzenia pradnicy bezszczotkowej to prostownik
A. trojfazowy, mostkowy,
B. jednofazowy, dwupotéwkowy,
C. jednofazowy, jednopotéwkowy,
D. tréjfazowy, trojpulsowy.

34 Jako filtra wyj$ciowego w tyrystorowych uktadach prostowniczych duzej mocy stosuje sie:
A. kondensatory elektrolityczne,
B. dfawiki,
C. rezystory mocy,
D. stabilizatory parametryczne.
35 Cyklokonwerter to urzadzenie energoelektroniczne wykorzystywane w technice okretowej gtéwnie jako:
A. zasilacz odbiornikow elektrycznych duzej mocy,
B. ukiad zasilajgcy do napedu elektrycznego gtéwnego,
C. falownik sieciowy pradnicy watowej,
D. ukiad stuzgcy podtgczeniu statku do sieci lgdowej.
36 Przebieg napiecia wyjsciowego generowanego przez falownik napieciowy o sterowaniu napieciowym ma ksztatt:

A. sinusoidalnie zmienny,

B. trapezowy zmienny,

C. ciagu impulsoéw prostokatnych o statej szerokosci,

D. ciggu impulséw prostokgtnych o zmiennej szerokosci.




